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Jregistro ﬁor rayos X y en particular con una mejora en el re

COMPENDIO DE IA DESCRIPCION

Esta solicitud se relaciona ‘con una técnica de forma
¢idn de imagen ionogrifica y con un aparato para la misma
que compensa los campos rebardadores establecidos por iones
de avalancha depositados que definen la imagen; al contrabadil
lancear la deposicidn de un ion de primerarpolaridad con la
formacién simulténea o disipacidén de una caréa de polaridad
opuesta suficientemente adyacente a dicho ion de manera que
se neutraliza sustancialmente el campo establecido bqr el
mismo,

FUNDAMENTOS DE LA INVENCION

La presente invencidn se relaciona en general.con el

gistro con rayes X por ionografia.
ia técnica de registro por rayos X mediante xerogra- ‘
fla, que se conoce por lo general como xeroradiografia, se
relaciona con el registro de disefios de rayvs X e informa-
cién mediante materiales y dispositivos cuya conductividad
eléctrica es alterada por la accibn de radiacidn sensibiliza
dora, tales como rayos X y similares. En la xeroradiografia,
la placa o elemento expuesto a rayos X o rayos gamma u otra
radiacién sensibilizadora, comprende por lo general una hoja
de dorso metélica conductiva que lleva una capa o0 recgbri~
miento aislante fotoconductivo, por ejemplo de selenio vi-
treo o amorfo en una de sus superficies..Es convéncional cu-
brir o proteger el recubrimiento contra la luz ambiente me-
diante una placa deslizable dispuesta desde la superficie del
recubrimiento y a la cual se denomina cominmente platina os-
cura, Se sensibilize la placa o elemento aplicando una cargs

electrostitica al recubrimiento y.después de esto se expone
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la placa o elemento sensibilizado a radiacién sensibilizado-
ra mientras que el objeto, que debe ser radiografisdo, esté
apropiadamente interpuestro entre la fuente de radiacibn y
la placa. Bajo la influencia de la radiacibn proveniente de
la fuente, que pasa fAcilmente a través de la platina oscurs|
el recubrimiento se hace eléctricamente conductivo, de mane- ;
ra de permitir que la carga electrostética sobre el mismo
quede selectivamente disipada en aquellas porciones a las
cuales alcanza la radiacidén sensibilizadora, produciéndose -
menos disipacidn en aquellas porciones del recubrimiento que
quedan sombreadas por el objeto que se est& radiografiandc,
en proporcidén a su radiacién absorbida. En esta manera se
forma sobre el recubrimiento una imagen latente electfostﬁti
ca del objeto radiograffado. Se puede revelar entonces esta
imagen o hacerla visible mediante un material de marcacidn

electroscodpico que se adhiere a las porciones eléctricamen-

te cargadas de la imagen latente. Un proceimiento de esta

clase est&-descrito, por ejemplo, en la patente norteameri@g
na Ne. 2.666.144 concedida a Schaffert y otros.

En otra forma de radiografia, se utiliza los rayos X
u otra radiacién formadora de imagen, para ionizar diferen-
cialmente el aire u otro gas, que exisfe entre un c&todo que
sopérta el objeto que debe ser radiografiado y una capa sobr
la cual se debe formar la imagen latente electrostitica.

En la patente norteamericana N9.12.9OO.515, concedi~
da a Criscuolo y otros, se describe un procédimiento radio-
gréfico por ionizacibn de gas en que se dispone una malla de
alamﬁre en el lado opuesto del objeto que debe ser radiogra-
fiado con respecto a la fuente de rayos X, pero entre el oo~

jeto y un material aislante fotoinsensible uniformemente car
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gado. Los rayos X, no absorbidos por el objeto, causan ioni-
zacibn diferencial del gas entre la malla de alambre y el ob
jeto. Esta ionizacidén diferencial hace que la carga superfi-
cial se pierda del material aislante fofoinsensiﬁle en pro-
porcibén a la cantidad de radiacidn recibida por el mismo fr-
mando asi una imagen electrostitica latente a la cual se pue
de hacer visible. No se aplica potencial externo a la malla
de alambre y resulta evidente que se hace que la carga se
pierda del material aislante fotoinsensible en direccibdn a
la malla de alambre y no a través de la capa de material ais
lante fotoinsensible. A

Reiss, en Zeit fur Angew. Physik, Vol. 19, pigs. 1l-4
Febrero 19, 1965, describe otra disposicidén formadora de ima
gen que tiene un cltodo, recubierto con plomo, que esti co-
nectado a través de una fuente de potencial externo a un &ng
do de aluminio que tiene una capa aislante dispuesta sobre
el mismo. Se dispone esta-unidad en una cimara del tipo con
aire a la cual se llena entonces con un gas circulaﬁte de en
frismiento répido, por ejemplo una mezcla de relacién uno a
uno de "Freon" v propano. Simultéineamente 6on la exposicidn
del chtodo a rayos X, se aplica un potencial de corriente
continua a través de los electrodos de manefa que los foto-
electrbnes emitidos por la capade plomo quedan conéiderabLg
mente intensificados por un proceso de avalancha en el gaé
de enfriamiento répido. Ios electrones sén recopidos sobre
la capa aislante del &nodo en un diseﬁo.de imagen que corres
ponde a la intensidad de la radiacién formadora de imagen ab
sorbiéa en la capa de plomo.

Resulta evidente que en el aparato y téenica de Reis$

los sucesivos electrones de avalancha u otras cargas negati-
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vas que definen la imagen, que cargan a la capa aislante, se
ven impedidoé en su movimiento por los campos retardadores
creados por las cargas negativas previamente depositadas. Es
to limita la técnica a una gama dinémica muy peqﬁeﬁa’que, a
su vez, limita la calidad de la imagen, su sensibilidad y mi:
resolucibn. ‘

FINALIDADES DE IA PRESENTE INVENCION

En consecuencia, una de las finalidades de la presen] -
te invencidn es proveer una técnica radiogréfica que utiliza|
ionizacidn por gas que no estd expuesta a los inconvenientes
mencionados mas arriba. '

Una de las finalidades de la presente invencidn es
proveer una técnica radiogrifica que utiliza ionizacibn de
gas en que las cargas de avalancha, formadoras de Ja imagen,
no se ven expuestas a campos retardadores creados por las
cargas previamente depositadas.

Otra final.dad de la presente invencién es proveer
nuevos medios para loger las finalidades precedentes.

Otra finalidad de la presente invencidn es proveer
nievos medios formadores de imagen radiografica en que se
wtilize un material de baja funcidn de trabajo o fotoemisivo
para contrarrestar sustancialmente el efecto de ios campos
retérdadores creados por las cargas formadoras de imagen de
positadas.

Estas y otras finalidades, partiéularidades Yy venta~
Jjas de la presente invencidén resultarén evidentes al conside
rarse la siguiente descripcidn detallada de formas especifi-
cas de realizacidén que sirven como ejemplo.

RESUMEN DE LA PRESENTE INVENCION

Se logra estas y otras.finalidades de la presente in
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vencidn, al contrabalancear la deposicidn de una caréa de
avalancha de una primera polaridad, formadora de imagen, me
diante la simulténea formacidn de una carga de polaridad
opuesta suficientemente adyacente a dicha primeré carga de
manera que queda sustancialmenté neutralizado el campo estg
blecido por la misma, Por ejemplo, la carga neta de polari-
dad opuesta puede ser formada por la disipacidn o emisidn de
un electrén desde una capa cercana o adyacente. En una de
las formas de realizacidn, cuando un electrén o ion de ava-
lancha negativo neutraliza una carga positiva existente que
reside sobre uné superficie aisladora, se disipa un electrsn|
por fotoconductividad desde la intersuperficie que existe en
tre el aislador Y un aislador fotoconduebtivo adyacente. En
otra forms de realizacidn, para cada carga negativa que es
depositada sobre una pelicula aislante dispuesta encima de
un &nodo, es emitido un electrdén desde una capa de material
fotoemisivo aplicacdo como recubrimiento sobre la superficie
opuesta de dicho &nodo. En esta manera de contrabalancear la
deposicidén de carga con la formacibén de una carga neta de po|
laridad opuesta, dentro del campo de influencia de la prime-
ra carga, el campo que existe entre el &nodo y el cétodo per
manece sustancialmente constante a través de toda la forma=
ciéﬁ de imagen. Habiendo eliminado los campos retardadores
creados por cargas previamente depositadas, las sucesivas
cargas de avalancha no se ven adversamente influenciadas por
los mismos, -

A través dé todo el curso de la descripeidn, se haré
referencia a "cargas" que se dqpositarén sobre el aislador o
superficie aisladora fotoconductiva. Se debe mnsiderar que
este término incluye, aunque no se le debe iﬁterpretar a ti-

tulo limitabivo, los electrones o iones negativos que se for
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: Lador de imagen ionogréfica;

man en gas de enfriamiento répido. Se sabe que ambos estén

presentes y,'de acuerdo con principios electrostdticos cono-
cidos, ambos serén atraidos hacia el polo positivo. Segln se
indicéd mas arriba,estas cargas neutraliiarén la carga de po-|
laridad opuesta o simplemente se depositarén sobre la super~.:
ficie del aislador teniendo lugar ambos efectos en la confi-i;
guracibn de formacibdn de imagen.

BREVE DESCRIPCION DE IOS DIBUJOS -

Se podrd comprender mas fdcilmente la naturaleza de
la presente invencidn al considerarla con referencia a los
dibujos.que se acompaiian, en los cuales:

La figura 1 eé un corte lateral del aparato formadoi ,
de imagen ionogréfica que ilustra el procedimiento de la pre}
sente invencidn; '

La figura 2 es un corte lateral de otro aparato for-

La figura 3 es un-corte lateral de otro aparato for-
jmador de imagen ionogrifica; y

La figura 4 es un corte laterél de un aparato forma-
dor de imagen en que el objetbo, qué debe ser radiografiado,
est& soportado por un &nodo recubierto con material de baja
funcibén de trabajo.

. Se comprenderd que en todas las figuras, selha exage
rado considerablemente los espesores de las capas, electio-
dos, ebc. para mostrar los detalles de coﬁstruccién. No se
deberd deducir espesores relativos de las capas o separacio-
nes gque separan las diversas parfes elementales del aparato
formador de imagen.

Haciendo referencia a la filgura 1, se puede ver en

e misma un aparato formador de imagen ionogradfica indicado
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|del &nodo 20 que queda frente al cltodo 16 se encuentra una

en general en 10 que tiene un objetq, por ejemplo uné'cuﬁa
escalonada lé, situado entre la fuente de rayos X 14 y el
resto del aparato formador de imagen 10, Se provee un céto-
do 16 que tiene un recubrimiento 18 de material fotoemisivo
sobre el mismo.Materiales fotoemisivos que sirven de ejemplo
son el plomo y el &xido de plomo o litargirio. El recubri-
miento 18 deberi ser capaz de emitir electrones en respuesta ;
a la radiacién absorbida en la capa. En relacidn péralela al
cétodo 16 y en relacidn espaciada con respecto al mismo se
eﬁcuentra el &nodo 20.que estd conectado mediante el conduc-)
tor 22 a uno de los terminales de la fuente de potencial 24,
mientras que‘el-otro terminal de la fuente 24 esté conectado

mediante el conductor 26 al chtodo 16. Dispuesta en la cara

capa de material aislante fotoconductivo 28 que tiene una ca
pa aislante superpuesta 30. La capa 28 de material aislante
fotoconductivo debe ser sensible a los rayos X (és decir se
debe hacer conductiva por accidn de los mismos) u otra ra-
diacibn incidente que se use en esta téenica de formacidn

de imagen. Ademis, la capa 28 debe tener sdiiciente movili-
dad para la carga negativa que reside en la intersuperfi-
cie I de manera que sea transportada hacia el &nodo 20 sin
la formacién de una carga de cuerpo abtrapada. Un material
que sirve de ejemplo es una éapa delgada de selenio.

Durante ei funcionamiento, se apiica a la capa %0
una carga positiva uniforme sobre su superficie completa,
por ejemplo somebiéndola a descarga corona segin es sabido
en la técnica. Simulténeamente con la formacidén de la carga
positiva uniforme, serd inducida una carga negativa en la in

tersuperficie I entre la capa aislante %0 y la capa aislante
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fotoconductiva 28. Se-admite un gas de enfriamiento répido
en el espacib comprendido entre los electrodos de manera que
se puede lograr amplificacibén durante la exposicidén. Aunque
no se lo ilustra, el aparato puede estar incluido en un reci
piente hermético al aire,vo un disefio equivalente, de manera
que el gas de enfriamiento répido, si se le mantiene bajo
una leve circulacidn de gas, puede desplazar todo el aire
del espacio intermedio. Se expone ahora el objeto 12, duran~{
te un breve intervalo, a radiacibn que emana de la fuente 14
La radiacidn serd absorbida en mayor grado por las Areas mas
gruesas del objeto 12, permitiendo asi que sea absorbida me-
nos radiacidn en las &reas subyacentes correspondientes de -
la capa fotoemisiva 18.' Sin embargo, la radiacibn que es ab-.
sorbida por la capa 18, hard que dicha.capa emita electro-
nes desde la misma., Estos electrones primarios ionizan las
moléculas del gas y producen electrones secundarios. A ten-
siones apropiadas, tiene lugar una avalancha y aumenta consi
derablemente la circulacién de electrones secundarios. Estos
electrones, como as{ también iones negativos, serén arrastry
dos a través del espacio comprendido entre los electrones ha
cia la capa aislante 30. Si el espacio entre las capas es pe
quefio, la resolucién se verd solo muy'éoco afectada y las
caréas negativas serfn depodtédas en configuracidén de imagen
La disposicibn de éargas negétivas neutraliza la carga super
ficial positiva sobre el aislador 30 mientras que, simultanea
mente con é&sto, los rayos X que han pasado a través del obig
to 12, chtodo 16, capa 18 y capa aisladora 30, descargarén
la capa aislante fotoconductiva 28. Ia intensidad de la ra--
diacibn que alcanza a la.capa 28 serf inversamente propor—

cional al espesor de diversas borciones del objeto 12 y natu




10

16

20

25

30

ralmente seri méxima cuando la radiacién no debe pasar a tra
vés del obje%o antes de incidir sobre la capa 28. En aque-
llés_éreas,en que el objeto es mas grueso, serﬁ absorbida.
mas radiacidn y por lo tanto habré menos radiacién disponi~
ble para deécargar la capa 28. Correspondientemente, habri
menos electrones primarios emitidos por la éapa 18 para ioni)
zar las moléculas del gas intermedio y producirén menos eleg| '
trones adicionales. Sin embargo, lo inverso es -cierto con
respecto a las porciones mas delgadas del objeto. Serfn emi-

tidos mas electrones por mas correspondientes porciones de

la cépa 18 j estard disponible mas radiacidn pars descargar

la capa 28. En consecuencia, los efectosique tienen simulté-|
neamente iugar actlan de manera de reducir sustancialmente,o;‘
eliminar los campos retardadores creados por sucesivas depo-
siciones de las cargas ‘negativas formadoras de 1magen.
Haciendo referencia a la figura 2, el aparato forma—
dor de imagen 1onogréf1ca indicado en general en 50, tiene
un cétodo.52 que tiene dispuesto sobre el mismo un recubri-
miento fotoemisivo 54. Como en el caso de la figura 1, el
bbjeto 12 est4 dispuesto entre fuente i4 ¥ el chtodo 52 y es
t& en efecto soportado pbr la superficie expuesta del cétodo
52. Espaciado con respecto al cétodo, & en felacién paralela
con'respecto al mismo, se encuentra el &nodo 56 intercalado
entre la ca@a aisladora 58 y la capa fotoemisiva 60, estando
la capa aisladora 58 sobre la cara del &nodo 56 correspon-
diente al chtodo. El &nodo 56 esti conectado mediante el con
ductor 62 a uno de los terminales de la fuente de potencial
o4, eétaﬁdo conectado el otro terminal mediante el conductor
66 al cltodo 52. En la cara opuesta del &nodo 56 con respec-

t0 al cétodo 52 y en relacidn espaciada paralela con respece
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to al mismo, se encuentra un electrodo colector 68. El elec-
trodo colecth 68 estd conectado mediante el conductor 70 al
terminal positivo de la fuente de potencial 74, estando co-
nectado ei terminal negafivo al terminal positivo de la fuen
te de potencial 64. Como en el caso del aparato de la figura
1, se emite gas de enfriamiento rdpido hacia ei espacio com-
prendido entre el citodo y el &nodo. Opcionalmente se admitef -
gas de enfriamiento rédpido hacia el espacio comprendido en~j--
tre el &nodo y el electrodo conector, aunque esto no es abso
lutamente necesario. Puesto que el aparato de la figura 2 nof-
incluye un aislador fobtoconductivo, se le puede operar bajo |
la luz ambiente comin siempre que las cgpas fotoemisivas 54 -
y 60 no sean sensibles a la misma. .

Durante el funcionamiento, el aparato de la figura 2
no depende de la neutralizacibn de la carga que reside sobre
la superficie aisladora y la simulthnea disipacidn, por fo-
toconductividad, de la carga inducida que reside en la inter
superficie aislador-aislador fotoconductivo. Mas bién, el ap
rato de la figura 2 neutraliza los campas retardadores,causa
dos por sucesiva deposicidn de cargas de avalancha formado-
ras de imagen, mediante la emisién simulténea de un electrén
desde el material fotoemisivo situado en la cara opuesta del
&nodo con respecto al material aislador. Ia carga éositiva
neta sobre el material fotoemisivo neutraliza sustancialmen=-
te los campos creados por las cargas negétiVas formadoras de
imagén sobre el material aislador. En esta manera las cargas
negat@vas sucesivas no se ven retardadas, de manera que el
aparato alcanza una mayor gama dindmica.

Como en el caso del aparato de la figura 1, la inten

sidad de la radiacidn absorbida en la capa fotoemisiva y la

»~
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intensidad de las cargas négativas que inciden sobre'la pell
cula aiglanté, es mixima donde el material fotoemisiva del
cdtodo no se encuentra debajo del objeto que debe ser radio-
grafiado., Ia intensidad en las &reas cubiertas pér el objeto
es inversamente proporcional al espesor del objéto, puestor
gque es absorbida mas radiacién por las 4reas mas gruesas. En'
respuesta a la radiacién recibida, serin emitidos electrones|
desde la capa fotoemisiva 54 haciendo que se formen electro-i.
nes secundarios y otras cargas negativas en el gas de enfria
miento répido. Estas cargas negabivas serin depositadas so-
bre la pelicula aislante 58 en configuracidén de imagen., Si-
ﬁultaneamente con la deposicidn de 1és cargas negativas so=-
bre la pelfcula aislante, la radiacién que incide sobre la
capa fotoemisiva 60 en la cara opuesta del chtodo 56 con res|
pecto al aislador 58, causari la emisidén de electrones desde
la misma. Esto dard por resultado una carga positiva neta en
configuracién de iregen sobre la capa 60. Ia conbtinuacién de
la exposicidn a la radiacién en estas &reas produciri emisifn
adicional de electrones, aumentando as{ la carga positiva ne
ta en las 4reas mas intensamente irradiadas. El campo elec-
trostético establecido por la carga positiva neta sobre la
capa 60, cancelari o neutralizard sustancialmente el efecto
de ia carga negativa neta sobre la pelicula aislanﬁé. En es-
ta manera, los campos retardédores establecidos por las car-
gas formadoras de imagen negativas quedaé dismimuidos con élA
resultado de que las cargas de avalanchas sucesivas no se
ven adversamente influenciadas.

Aunque el aparato formadoi de imagen de la figura 1l
produce una imagen negativamente cargada sobre la superficie

expuesta de la capa aisladora 30, el aparato de la figura 2

produce una imagen positivamente cargada sobre la superficie
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expuesta del material fotoemisivo 60 como asi también la ima
gen negativemente cargada sobre la superficie expuesta del
aislador 58, ILa revelacidén de la imagen puede avanzar de
acuerdo con cualquier técnica conocida de revelacién elece-
trostética y xerogréfica. Iuego se puede transferir las im§ |
genes desde las superficies aisladoras o fotoemisivas hacia ‘
una hoja de copia. También, la capa aislante que lleva sobfe.;
ella la imagen revelada puede ser deéprendida del &nodo y fil.
Jar la imagen directamente sobre ellé.

Haciendo referencia a la figura 3 se puede ver en
ella un aparato formador de imagen 80 que tlene un objeto,
por ejemplo una cuila escalonada 12, situado-entre la fuentei
de rayos X 14 y el resto del aparato formador de imagen 80.V
Se provee un chtodo 82 que tiene sobre el mismo un recubri-
miento 84 de material fotoemisivo. Paralelo al chtodo 82 y
en relacidn espaciada con respecto-al mismo, se encuentra un
énodo 86 que esth conectado mediante el corductor 88 a uno -
de los terminales de la fuente de potencial 90, mientras el
otro terminal de la fuente 90 estd conectado, mediante el
conductor 92, al citodo 82. Dispuesto sobre la cara del &no-
do 86 dirigida hacia el cltodo 82, se encuentra una capa de
material aislante 94 sobre la cual se formaré la imagen elec
trostéfica labente. Sobre la cara opuesta del &nodo 86 esti
dispuesta una capa 96 de un material de baja funciébn de tra-
bajo. Este 1ltimo material deberi tener una movilidad susta
cialmente mayor de los electrones que la movilidad de huecos
y el tiempo de retencibn para el hueco deberi ser tal que no
afecte adversamente la visualizacibn subsiguiente de la ima-
gen. Un material que sirve de egmplo es el circonato de ba-

rio.
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[[dueido por una darga negabtiva que se deposita.

- 14 -

Durante el funcionamiento, serfn emitidos electrones
desde la capé 84 v serén depositados éobre la capa de mate-
rial aislante 94 en configuracidén de imagen en proporcién a
la cantidad de radiacidn absorbida por el objeto 12; eé de-
cir, seri depositada una mayor cantidad de electrones en a~
quellas capas que corresponden a las porciones mas delgadas
del objeto 12.Los rayos X que atraviesan hasta la capa de ma
terial de baja funcibén de tradajo 96, producirén la emisibn |
de electrones desde la misma; los cuales serin recogidos porj
el &nodo 86. Esto dejari detrds de si huecos positivos, y el

efecﬁo de cada uno seri neutralizar el campo retardador pro4-

Haciendo referencia a la figura 4, se puede vef en
ella un aparato formador de imagen 100, que tiene una cuila
escalonada 12 situada entre la fuente de rayos X 14 y el res
to del aparato. Se provee un &nodo 102 que tiene un recubri-
miento 104 de material de baja funcidn de trabajo dispuesto
sobre la superficie del.énodo 102 que se encuentra freﬁte a
la fuente 14. Sobre la superficie opuesta del &nodo 102 esté
dispuesta una capa de material aislante 106. En relacién es-
paciada paralela con respecto al &nodo 102 se encuentra un .
cétodo 108 que estd conectado al &nodo a través de la fuente
de potencial 112. Sobre la superficie del cétodo 108 mas prd
xima al &nodo 102 esté dispuesta una capa 110 de material fo
toemisivo.

Durante el funcionamiento, son émitidos eleptrones .
desde la capa 110 y son atraidos hacia el &nodo 102 y deposi
tados sobre la capa aislante 106 en configuracibén de imagen.

Simulténeamente es emitido un electrdn desde el material de

baja funcidn’de trabajo 104 y es recogido por el &nodo 102
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produciendo asi un hueco positivo. Ia formacidn del hueco Do
sitivo neutraliza sustancialmente el campo retardador creado
por la depoéicién de una carga negativa formadorg de imagen,
En cada una de las precedentes figuras, es admitido
gas de enfriamiento répido, de acuerdo con lo descrito mas .
grriba, para lograr una avalancha de carga negativa en el es
pacio comprendido entre la capa fobtoemisiva y la capa aisla~| -
dora,

DESCRIPCION DE FORMAS ESPECIFICAS DE REALIZACION

En los siguientes ejemplos, se ubilizari el aparato':
de la figura 4 en que se provee un cltodo de acero separadQ:"
por un espacio de 0,508 mm, con respecto a un &nodo de alumg
nio. Ia capa fotoemisiva sobre un citodo de acero es una dis}
persidén de 6xido de plomo (Pb304) en un aglomerante etil ce-
lulosa. Circonato de bario es el material de baja funcibén de
trabajo que estd dispuesto sobre la supér.t‘icie del 4nodo y
las cargas que definen la imagen son depositadas sobre una
'capa tereftalato de polietileno de un espesor de 0,0762 mm.

Se utiliza una fuente de rayos X en todos los ejem=
plos para exponer el aparato a través de una cufia escalonada

En todos los ejemplos se lleva a cabo una operacidn
testigo que difiere de la figura 4 por'el hecho de que se
omite la capa de circonato de bario.

EJEMPTOS 1 3 2

El aparato testigo y el de lé fiéura 4 son expuéstos
cada uno durante 1,5 seg a una fuente de rayos X de 90 kV de
cresta (kVe) y 100 mA, con un potencial de 800 V aplicado a
través de los electrodos. Después de la formacidn de la imax
gen, sobre la pelicula de -tereftalato de polietileno, se re-

vela las imégenes mediante nube de polvo, La sensibilidad de
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la imsgen producida con el aparato de la figura 4 aumenta en
un factor dé'aproximadamente % con respecto a la imagen tes-
tigo.

EJEMPIOS 3 Y 4

Se repite los Ejemplos 1 y 2, con la excepcibdn de
que se limita la exposicibén a 0,20 seg. Ia sensibilidad de
la imagen producida mediante el aparato de la figura 4 au-
menta en un factor de aproximadsmente % con respecto a la
imagen testigo. '

EJEMPIOS 5 ¥ 6

Se repite los Ejemplos 1 y 2 con la excepcibn de que-
se limita la exposicibdn a 44 kVe. La sensibilidad de la ima-
gen produéida mediante el aparato de la figura 4 aumenta en -
un factor de aproximadamente 3 con respecto al testigo.

EJEMPLOS 7 Y 8

Se repite los Ejemplos 5y 6 con la excepcidn de que
se aplica un potencial de 1.200 V a través de los electrodos.
La sensibilidad de la imagen producida mediante el aparato
de la figura 4 aumenta en un fagtor de aproximadamente 3 con
iespepto a la imagen testigo. '

Aunque se ha descrito la presente invencién con refe
rengia a formas preferidas de realizacibdn dé la misma, los
entendidos en esta meteria comprenderin que es posible intro
dueir diversos cambios de forma y detalles sin apartarse por
ello del verdadero principio y alcance dé la presente inven-
cibn. Se considera que estos cambios estin comprendidos den-
tro dgl alcance de la presente invencidn de acuerdo con lo
definido por las siguiente reivindicaciones.

En resumen, la Patente de Invencidn que se solidba

.
recaerd sobre las siguientes:
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REIVINDICACIONES

1.~ Un método ¥ su correspondienté aparato de reproduc-

cibn ionogréfica de imigenes, cuyoAaparato comprende una su-
perficie aislante para recibir cargas en proporcidn con la
intensidad de la radiacién de imagen absorbida por un objeto
destinado a ser radiografiado, y medios para neutralizar sus|.
tancialmente los campos de retardo creados por dichas carga3'>
formadoras de imagen depositadas sobre la indicada capa ais~{-
lante, simultineamente al ﬁepésito de las cargas.

2.~ Aparato segin la reivindicacidn 1, que comprende
un cétodo y un &nodo, prékimos y paralelos entre si, estando|
conectado dicho cltodo mediante una fuente externa de poten~
cial a dicho énodo, y poseyendo el citado cibtodo una caph del”
material foto-emisor sobre su cara adyacente al indicado
énodo, siendo adyacente la capa aislante al lado del &nodo
mas préximo a dicho cltodo, guardando dicho cdtodo y dicho
&nodo una separaciln tal que supera a los gruesos combinados
de dicha capa foto-emisora y dicha capa aislante, para defi-
nir asf un resquicio entremedias, estando los medios susodi-
chos operativamente asociados al eitado &nodo.

3.~ El aparato de la reivindicgcién 2 que incluye .
ademds medios para excluir el aire o introducir un volumen
de gas neutralizador en por lo menos elresquicio existente |
entre dicho chtodo y dicho &nodo. ‘

4,~ E1 aparato dela reivindicacién 3 en el que diclng
medios para introducir un volumen de gas neutralizador entre
el citado ctodo v el citado &nodo comprende medios para man
tener por lo menos una suave corriente de dicho gas neutralif
zador por el indicado resquicio.

5.~ El aparato de cualquiers de las reivindicaciones
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2 a 4, que comprende ademds una fiente & radiacién de imagen

situada fuqcionalmente de manera que dicho cltodo queda ex-

6.~ El aparato de cualquiera de las reivindicaciones
2 a 5, en el que los medios de neutralizacidn comprenden una|
capa fotoconductora aislante colocada entremedias de dicha
capa aislante y de dicho &nodo, respondiendo dicha capa foto
conductora aislante a la radiacidén de imagen.

7.~ E1 aparato de la reivindicacidén 6, que comprende | ’
ademés medios para cargar dicha capa aislante a un potencial'
positivo sustancialmente uniforme.

8.~ El1 aparato de las reivindicaciones 6 y 7, que
comprende'ademés medios para proteger dicha capa aislante fo
toconductora de la radiacibdn electromagnétiéa ambiental, no
formadora de imagen. .

9._ El gparato de cualquiera de las reivindicaciones
2 a2 8 en el que los medios de neutralizacibn cémprenden una
segunda capa foto—emisofa dispuesta sobre'la superficie opwes
ta de dicho &nodo respecto a la citada dapa aislahte, y un
electrodo colector dispuesto a proximidad j paralelo, estan-
do conectados dicho &nodo y dicho electrodo colector por me-
dio de una segunda fuente externa de potencial, de potencial
superior a la primera fuente de potencial citada. '

. 10.~ Aparato segin cﬁalquiera de las reivindicacione

2 a2 9 en el que la fuenbe externa de poténcial es de un po~
tencial suficiente para lograr la proyeccidn de electrones
en un gas neutralizador admitido por el referido resquicio
durante la formacidn de imagen.

1l.- Fl aparato de cualquiera de las reivindicacio-

nes 2 a 10 en el que los medios de neutralizacién compren~
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den uné capa de material de'baja funcibén de trabajo dispues-
ta en el lado opuesto de dicho &nodo respecto a dicha capa
aislante.

- 12.- El aparato de la reivindicacién 11, que compren
de ademds una fuente de radiacién de imagen situada funciondl®
mente en el sentido de exponer un objeto destinado a ser ra-
diografiado sustentalo por la cara de dicho &nodo revestidal.
del material de baja funcidn de trabajo. 4

13.- El aparato de las reivindicaciones 11 6 12, en
el que el material de baja funcidn de trabajo comprende
Pb§04. ‘

14.~ El1 aparato de la reivindicacién 13, en el que &
material de baja fuﬁci6n de irabajo comprende Pb304 en un
aglutinante resinoso aislante.

15.~ Un método y su correspondiente aparato de repro

duccibn ionogrdfica de imégenes, cuyo método cmprende el he-

configuracidén de la imagen, sobre una superficie aislante,
siendo el depdsito de carga proporcional a la cantidad de rg
diacibn deimagen absorbida por un objeto que se trata de ra-
diografiar,.y, simulténeamente a ello, el hecho de neutrali-
zar los campos de retardo creados por aichas cargas depositg
das.

16.- E1l método de la reivindicacibn 15, en el que
los campos de retardo creados por dichas cargas depositédas
se neutralizan sustancialmente por la fomacibén de cargas de
polaridad opuesta dentro de la esfera de influencia de di-
chas cargas depositadas.

17.~ E1 método de.la reivindicacién 15, en el que

los campos de retardo creados bor dichas cargas depositadas

v
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son sustancialmente neutralizadas por la disipacidn de car-
gas inducidas de idéntica polaridad a la de las citadaé car-
gas dépogitadas,quedando la disipacién de dichas cargas indu-
cidas dentro de la esfera de influencia de las indicadas carges
depositadas para efectar la neutralizacibnde campor de retardo.
18,- E1 método de la reivindicacidén 17, en el que
dichas cargas inducidas se disipan por fotoconductibilidad
desde la interfase entre diéha capa aislante fotoconductoray| -
dicha capa aislante, siendo la citada capa fotoconductora
aislante de espesor suficiente y presentando una movilidadvde
electrones que impiden la formacibén de una masa de carga negg
tiva aprisionada;,

19.- E1 método de cualquiera de las reivindicaciounsp

reivindicacidn 6, la carga de dicha capa aislante a un poten-
cial positivo sustancialmente uniforme,.y el hecho de causaf
el depésito de las citadas cargas formadoras de imagen sobre
la indicada superficie aislante de modo que las cargas posi-
tivas existentes se neutralicen en»una configuraci6n de ima-
gen, en proporcidn a la cantidad de radiacién de imagen, ab-
sorbida por el objeto que se esté radiografiando, comprendien
do 1a fase de neutralizacién la equilibracién del depbsito de
dichas cargas depositadas con la disipacibn de cargés induci~
das de igual polaridad que las citadas cargas depositada; des
de la interfase entre la indicada capa aiélante ¥ la indicada
capa aislante fotoconductora. ‘
. 20.~ El método de la reivindicacidén 19, en el que

dichas'cargas inducidas se disipah a través de dicha capa fo-

to-conductora aislante en respuesta a la radiacidn de imagen

recibida.
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21.~ Un método seglin cualquiera de las reivindicacio

nes 15 a 18 que comprende: Ia aportécién de un aparato'segﬁn
la reivindicacién 6; la carga de dicha capa aislante a un po
tencial positivo sustancialmente uniforme; el hecho de hacer
gue una suave corriente de éas neutralizador llene el citado|
espacio de separacidn; el hecho de coiocar un objeto qué se
trata de radiografiar entre una fuente de radiacibén de ima-
gen y la superficie expuesta de dicho cétodo, y el hecho de
exponer el indicado objeto a la radiacibn de imagen, mientras
se mantiene un potencial suficiente a través de dicho clbtodo]
¥y de dicho &nodo para producir la precipitacibén de la carga -
negativa en el referido gas neutralizador, con lo que se de~
positarénAcargas'negativas formadoras de imagen sobre dichai
capa aislante en configuracidn de imagen, neutralizindose
asi las cargas positivas en ella existentes, en prbporcién a
la cantidad de radiacibén de imagen.absorbida por dicho obje-
to, y comprendiendo la fase de neutralizacidn, simulténeamen
te a ella, la disipacién de cargas negativas eﬁ la interfase

entre dicha capa fotoconducbora aislante y dicha capa.ais-
lante, por fotoconductibilidad, en respuesta a la radiacidn
de imagen recibida por la indicada capa fotoconductora ais~‘
lante. .

. 22.- El1 método seglin cualquiera de las reivindicacio
nes 15 a 18, en el que la fase de neutralizacidn comprende,’
simultédneamente a ella, la equilibracibn ' del depbsito de di-
chas cargas con la formacibn de cérgas de polaridad opuestasy
ficientemnt® ggyacentes a dichas cargas formadoras de imagen
para que se neutralicen sustanclalmente los campos de mtardo|
establecidos.

2%.~ El1 método de cualquiera de las reivindicaciones
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15 a 22 que incluye ademds el hecho de visualizar la imagen
électrdstétiéa latente formada sobre dicha capa aislante.

24.- El método de la reivindicacidn 23, que compren-
de ademés la fijaéién de dicha imagen visualizada sobre di-
éha capa aislante.

25.~ El método de la'reivindicacién‘23 que compren-
de ademis la transferencia de dicha imagen visualizada de la
citada capa aislante a una hoja de copia y la fijgci6n en
ella de dicﬁa imagen.

26.- Un método segfin cualquiera de las reivindicacio
nes 15 a 18 que comprende: Laaportacidn del aparato de for-.
macibén de imagen de la reivindicacibén 9; la disposicién de
un objeto'que se trata de radiografiar entre una fuente de
radiacibén de imagen y la superficie expuesta de dicho chtodo
el hecho de obligar a una cierbta cantidad de gas neutraliza-
dor a que fluya por, cuando menos; el espacio de éeparacién
entre el referido cltodo y el referido &nodo; la exposicidn
de dicho objeto a radiacidn de imagen mientras se mantiene
un potencial suficiente a través del citado &nodo y del cita
do cétodo para causar la precipitacién de la carga nepativa
en el espacio de separacidn intermedio, con lo que se deposi
tan cargas negativas de formacidn de imageﬁ éobre la indica
da capa aislﬁnte, en configuracidn de imagen, en pfoporcién_
a la cantidad de radiacién absorbida por dicho objeto, y, si
mulbéneamente a ello, hacer que pase_dicﬁa radiacibn de ima-
gen a través de 1la capa fotoemisofa dispuesta en la superfi-
cie opuesta de dicho 4nodo respecto & la citada capa aislan-
te, para eyectar electrones desde dicha capa fotoemisora,

con lo que la carga positiva neta que reside sobre la indica

retardo creados por las cargas negativas depositadas sobre
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dicha capa aislante. _
27.~ El método de la reivindicacidn 26, en el que 1al
eyeccifn de electrones desde dicha capa fotoemisora sobre el
indicado &nodo causa la formacibn de una -imagen electrostati
ca latente positiva sobre el mismo, y que incluye ademds la
visualizacidn de dicha imageﬁ electrostdtica latente positi-
va y la transferencia de dicha imagen visualizada de la cita
da capa fotoemisora a una hoja de copia y la fijacibn de di-
cha imagen en ella,
| 28.- Un método que comprende: La aportacién del apa-|.

rato de reproduccibén de imégenes de la reivindicacidén 11; la;

una fuente de radiacidn de imagen y la superficie expuesta
de dicho cétodo; el hecho de obliBar a una cierta cantidad
de gas neutralizador a que fluya por, cuando menos, el espa-

cio de separacibn entre el referido cétodo y el referido &no

tras se mantiene un potencial suficiente a través del citado
&nodo y del citado chtodo para causar la precipitacién de la
carga negativa en el espacio de separacién intermedio, con b
que se depositan cargas negativas de formacibn de imagen, sol .
bre la indicada capa aislante en confiéuracién de imagen en
proporcién a la cantidad de radiacién absorbida por dicho ob
jeto y, simulténeamente a elio, bacer que pase dicha radiasr
cidén de imagen a través de la capa de material de baja‘fun-_
¢ibén de trabajo dispuesta en la sﬁperficie opuesta de dicho
&nodo, respecto a la indicada capa aislante, para eyectar
electrones donde la citada capa de material de baja funcidn
de trabajo, con lo que los huecos que quedan después de di-

cha eyexidn de electrones neutralizan pricticamente los cam-
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pos de retardo creados por las cargas negativas depositadas
sobre dicha éapa aislante.

29,- Un método que comprende: La aportacidn del apa=-
rato debreproduccién de imégenes de la reivindicacidén 11, la
disposicibn de un objetd que se trata de radiografiar entre
una fuente de radiacidn de imagen ¥y la'superficie revestide
de material de baja funcibn de trabajo del indicado.é&nodo;
el hecho de obligar a un cierta cantided de gas neutraliza-
dor a que fluya por, cuando ménos, el espacio de separacidn
entre el referido citodo y el referido 4nodo; la exposicidn
de dicho objeto a radiacidn de imagen mientras se mantiene
un potencial suficiente a través del citado &nodo y del cita
do cétodo.para causar la precipitacibén de la carga negativa
en el espacio de separacidn intérmedio, con lo. que se deposi|
tan cargas negativas de formacidn de imagen sobrﬁ la indica-
da capa aislante, en configuraciéh de imagen, en proporcidn
é la cantidad de radiacién absorbida por dicho ‘objeto y, si-
multéneamente a ello, hacer que dicha radiacibn de imagen ab
sorbida por la mencionada capa® material de baja funcibn de
frabajo dispuesta sobre la superficie'de dicho &nodo,eyecte

electrones desde ella, con lo que los huecos que quedan des-

te los campos de retardo creados por las cargas neéativas de
positadas- sobre dicha capa aislante. _ .

~ 20.- Se reivindica por 4l%imo coﬁo objeto sobre el
que ha de recaer la Patente de Invencidn que se solicita: "UN

APARATO DE REPRODUCCION IONOGRAFICA DE IMAGENES".




10

18

20

25

30

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la
presente Memoria descriptiva que consta de veinticinco pégi-

nas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 17 de Octubre de 1968.

BERNARDO UNGRIA
© p.p.
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